EXPORTUL DE COMPONENTE ELECTRONICE

— DE LA

Urmaérind strategia I.P.R.S.
Baneasa in cei 15 ani de
cind livreazd componente
electronice pe piata interna-
tionald se observa abordarea
cu mult curaj a unei noi
etape. Pind spre sfirgitul
cincinalului precedent livra-
rile de componente se pu-
teau caracteriza prin sin-
tagma ,,export de reprezen-
tare“. Se urmarea extinderea
exportului prin diversifica-
rea ofertei, cistigarea de noi
parteneri si pédstrunderea pe
piata internationala.

In perioada 1976-—1980
exporturile au crescut cu un
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»A VINDE CE SE PRODUCE®“ LA ,A PRODUCE CE SE

ritm mediu anual de 239/,.
In anul 1980 I.P.R.S. Ba-
neasa a exportat cca. 129/,
din volumul productiei rea-
lizate, ceea ce reprezinta
peste 28 milioane compo-
nente, in 19 tiri intre care o
pondere insemnatd au avut-o
livrarile in tari mari produ-
cdtoare si consumatcare de
componente electronice, cum
sint: FRANTA, RF.G. ITA-
LIA, S U.A., R. S. CEHOS-
LOVACA, R. D. GERMANA.
R. P. POLONA etc.

Dintre familiile de produse
cu traditie si pondere in ex-

portul de componente elec-

tronice LP.R.S. Bédneasa

mentionam :

— diode redresoare cu Si ;

— diode cu contact puncti-
form cu Ge;

— diode redresoare pentru
alternatoare auto ;

— tranzistoare de putere cu

Si;

— tranzitoare cu Ge ;

— punti redresoare ;

— circuite integrate
si liniare.

In actuala etapda exportul
de componente electronice
este fundamentat pe necesi-
tatea echilibrarii balantei de

logice

venituri si cheltuieli valuta-
re ale intreprinderii. Forma-
rea unui colectiv de specia-
listi in cadrul cempartimen-
tului marketing si cooperare
economicd, contactul perma-
nent si multilateral stabilit
cu piata externd a permis
cunoasterea exigentelor aces-
teia si intocmirea unui larg
program de actiuni ce vor
asigura cresterea competiti-
vitatii produselor noastre.
Nu se va mai ,,vinde ce se
produce’ ci se va ,,produce
ce se vinde“.

In colaborare cu ICE Elec-
tronum sint prelucrate con-

VINDE® —

tinuu informatii privind ce-
rerea de componente electro-
nice pe piata externi, rezul-
tatele acestor analize mate-
rializindu-se in programe
prioritare de asimilare a
produselor de export. Se
impun decizii curajoase si de
perspectiva, in  urmétoarea
etapd urmind sa infiintdm
noi linii, ateliese si  poate
chiar fabrici periru produse
rde 2xport, sa sistdm iabrica-
titie cu desfarers subopti-
mala, sd extindem actiu-
nile de cooperarea economica
internationald pe  termen
lung.

TRANZISTOARE EPIBAZA DE MEDIE PUTERE

In acest an, I.P.R.S. BA-
NEASA va produce tranzis-
toarele epibazi de medie pu-
tere cu structuri de fabri-
catie proprie. Realizarea fa-
miliilor BD 233-237 (npn) si
BD 234-238 (pnp), respectiv
BD 433-441 (npn) si BD
434-442 (pnp) reprezintd o
importantd premierd tehno-
logicd, care incuntuneazd un
program de dezvoltare am-
bitios.

Tehnologia curenta de fa-
bricatie a tranzistoarelor cu
siliciu de micd putere este
dubla difuzie. Extinderea ei
in domeniul puterilor mai
mari a condus la realizarea
tranzistoarelor BD 135-139,
BD 136-140 sau BU 607-608.
Tranzistoarele dublu difuza-
te prezintd un rispuns foar-
te bun in frecventd dar au
dezavantajul unei rezistente
mai scdzute la strapungerea
secundard (second break-
down).

Abordarea moderna a do-
meniului tranzistoarelor de
putere are in vedere reali-
zarea unor dispozitive mai
robuste. Una dintre solutiile
valoroase pentru aceastd
problemai o constituie tehno-
logia epibazd. Ea constd in
realizarea regiunii bazei prin
cresterea unui strat epitaxi-
al, asigurind un control mai
precis al dopajului si al gro-
simii. Cea mai importanta
caracteristicd este insd obfi-
nerea unei baze cu un numar

CARACTERISTICI ELECTRICE

- BD 233 BID, 235 BD 237 BD 433 BD 435 BD 437 BD 439 BD 441
Bt ieen BD 234  BD 236  BD 238  BD 434  BD 436  BD 438  BD 440  BD 442
Tensiunea de stripungere colector-baza (Vezep) 45 V 60 V 80 V SR 32V 45 V 60 V 80 V
Tensiunea de stripungere colector-emitor(Vegg) 45 V 60 V 80 V 220 32 45 V 60 V 80 V
Curent continuu maxim in colector (Ic) 2 A 2A 2 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A
Puterea disipatd maximi (Tcapsuta = 25°C) 25 W 25 W 25 W 36 W 36 W 36 W 36 W 36 W
Tensiunea de saturatie maximd (Vcg sat)
—lalc=1A: 06V 0,6 V 06 V
—lal¢g =2 A: 05V 0.5 Vi 06 V 08 V 08 V
Factorul de amplificare in curent continuu '
minim (hrg)
—laleg=1A: 25 25 25
— =R 40 40 30 25 15
Frecventa de tranzitie minima In MHz (f7) o 3 3 3 3 3 3 3
foarte mic de defecte ale re- E B

telei cristaline, ceea ce re-
duce semnificativ posibilita-
tea aparitiei strdpungerilor
localizate, conferind o robus-
tete deosebitd la strdpunge-
rea secundara. Fabricantul
obtine si avantajul suplimen-
tar al realizdrii confortabile
a tranzistoarelor comple-
mentare (pentru o compara-

Fig. 1. Sectiune prin tranzistorul
epitbazd de medie putere

tie a tehnologiilor pentru
tranzistoare de putere, vezi
BETA 1/1980).

Pasul imediat urmator in
dezvoltarea acestui succes
tehnologic va consta in ela-
borarea tranzistoarelor Dar-
lington de medie putere. Ele
vor fi disponibile in cursul
anului 1982.

TUDOR DUNCA

iN ACEST NUMAR

® DIACUL. O noud familie de dispozitive
pentru electronica de putere.

@® Contactoare statice de curent alternativ

® Retfele de componente integrate :
— Tranzistoare integrate BA 3054.

— Retea cu termostat. BA 726 si
BA 726 X 1

@ Condensatoare de curent continuu
® Informatii tehnice




Diacul

Se stie cd un tranzistor
bipolar cu jonctiuni prezinta
o regiune cu rezistenta nega-
tivd pe caracteristica de
strdpungere colector-emitor
cu baza in gol. O structura
asemandtoare cu a tranzisto-
rului poate fi astfel proiecta-
td si realizatd tehnologic
incit regiunea cu rezistenta
negativa sa fie mare, iar ca-
racteristicile de strdpungere
sa rezulte simetrice. Dispo-
zitivele cu astfel de proprie-
tdti, montate in capsule cu
doua terminale, cunosc o ras-
pindire din ce in ce mai
mare sub numele de diace.

Regiunea cu rezistenta ne-
gativa se dovedeste deosebit
de utila in montajele cu ti-
ristoare si triace in care dia-
cul se inseriazd cu poarta,
oferind o comandd sigura a
aprinderii. Iati de ce I.P.R.S.
BANEASA, care produce o
gamd larga de tiristoare si a
introdus recent in fabricatie
triace de medie putere, a
considerat necesar sa vind in

O noua

familie

Fig. 1. Caracteristica [—V a diacului.

de dispozitive
pentru electronica de putere

intimpinarea beneficiarilor,
omologind in aprilie 1981
diace in patru game de ten-
siune, montate in capsula
S 67

Diacele produse de I.P.R.S.
BANEASA au performante
la nivelul celor mai bune
dispozitive disponibile pe
piata mondiald. Rezistenta
negativd apare la curentul
de Intoarcere Tpo si dispare
la curenti de circa 2..5 A.
impul-
suri dreptunghiulare de cu-

Diacele rezista la

dere au o duratd tipicd de
10 us si nu depasesc 2A.
Incercdrile de fiabilitate
au demonstrat o remarcabila
stabilitate a parametrilor.
Schema tipica de aplicare
se bazeazd pe descarcarea
condensatorului C, prin @ re-
zistenta dinamica negativa a
diacului conecat in serie| cu
poarta. Descércarea se amor-
seaza in momentul in care
tensiunea pe condensator de-
paseste tensiunea de intoar-
cere V gp. Schema asigura

CONTACTOARE STATICE
ALTERNATIV

DE CURENT

I.P.R.S. BANEASA isi con-
firma pozitia de furnizor
important pentru aplicatiile
de putere punind in fabrica-
tie contactoare statice de cu-
rent alternativ. Ele se in-
scriu in amplul program, in
curs de desfasurare, care vi-
zeazd elaborarea unor blo-
curi functionale sau suban-
samble pentru electronica de
putere.

COMANDA

nul microsecundelor. Ele se
pot utiliza in toate aplicati-
ile in care este necesard re-
glarea sau controlul tensiu-
nii, curentului si puterii in
sarcina.

Seria de contactoare sta-
tice pusa in fabricatie la
IP.R.S. BANEASA asigurd
controlul cu unda plina (,,cu
pachet de unde®’), in curent

=
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Schema de principiu @ contactelor statice de curent

alternativ.

Contactoarele statice sint
capabile sd inchidd sau sa
deschida circuite electrice de
curent alternativ fara piese
mecanice in miscare. Fata de
solutiile clasice, ele prezinta
impor-
tante : gabarit redus, putere
de comandd micd, absenta
arcului electric de comutatie,
fiabilitate superioard, timpi
de comutatie directd de ordi-

o serie de avantaje

-
N
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Fig. 2 Caracteristica de control

i SR un histerezis redus al con-
V rent cu perioada de 15 trolului puterii in sartina
durata de 80 ps si amplitu- (maximum 45 V la o tensiu-
dinea de 10 A. Este semnifi- ne alternativia de 220V efi-
cativ cd, in aplicatiile cu- cace).
rente, impulsurile de aprin- Desigur, rezistenta dina-
micd negativd poate fi ex-
: ploatatd si in alte aplicatii ;
—¢-Is=-10mA A 3,051 un exemplu il pot constitui
g 4 ¥ oscilatoarele de relaxare, in
s&—-—, L ::' care diacul poate prelua ro-
b S I lul tranzistorului unijonc-
26 | ‘6,35 | £ 0,81 {iune.
min Urmeazd in pag. 4.
Fig, 2. Capsula F 126 MARIAN UDREA
CARACTERISTICI ELECTRICE
PARAMETRU CSA-380/50-P CSA-380/80-P

CSA-380/100-P CSA-380/125-P

220 V, 50 Hz

T e amenare U RN My mm muwm  mvsom
Curent eficace in sarcina 50 A 80 A 100 A 125 A
Gama de reglare a puterii 16 136 1t T
Setnnal de comand ooy o . Por
Constant{a reglirii 5% +5%, £5% +51/
Greutate maximi 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

alternativ (vezi BETA nr.
5/1981). Seria CSA ...P ad-
mite sarcini inductive sau
rezistive, putind fi utilizata
cu comandd manuald sau
automata. Schema contacto-
rului static permite aplicarea
tensiunii pe sarcind in
timpul duratei de conductie
T. si interzice aplicarea
tensiunii in timpul duratei

de blocare T . Atit durata
de conductie cit si durata de
blocare cuprind un numir
intreg de perioade ale ten-
siunii alternative, comutarea
avind loc la trecerea acesteia
prin zero. Contactoarele sta-
tice compenseazd fluctuatiile
tensiunii de retea, mentinind
constantad puterea furnizata
sarcinii.

Aplicatii

Seria CSA-P poate fi utili-
zatd in circuitele de reglare
a proceselor lente, intre care
se numard reglarea tempe-
raturii la cuptoarele indus-
triale, cuptoare de topit,
cuptoare de cilit in baie de
saruri, uscdtoare, etc. Ele
se pot aplica in refeaua in-
dustriald mono sau trifa-
zata.

SHEORGHE BOULESCU

Urmeaza in pag. 4.

CSA-380/50-P
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Fig. 3 Comanda ,tot sau nimic*
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Fig. 4. Comandd manuald cu reglaj continuu,



RETELE DE COM

NTE INTEGRAT

TRANZISTOARE INTEGRATE

Circuitul integrat pentru
care ,,totul este rezclvat in
interior* se bucurd de apre-
ciere datoritd confortului
oferit utilizatorilor si usurin-
tei cu care poate fi asamblat
tegrate logice, componenta
in sisteme complexe.

In domeniul circuitelor in-
tegrate logice, componenta
,suniversala® a fost gasita
odatd cu aparitia conceptului
de microprocesor. In  dome-
niul functilor analogice insa,
complexitatea circuitului se
afld in contradictie cu aria
de aplicahilitate. Contrar
unei prejudeciti curente,
marea majoritate a compo-
nentelor liniare foarte com-
plexe este destinatid pietei de
larg consum si nu aplicatiilor
profesionale, deoarece costu-
rile de dezvoltare mari se
pot recupera numai prin des-

facerea unui volum impor-
tant.
Urmind exclusiv aceastd

tendintd, o multime de pro-
bleme care nu sint ,,atit de
mari® incit sd-si gaseasca re-
zolvarea intr-o componenta
specializata ar ramine in
afara domeniului de aplica-
bilitate al circuitelor inte-
grate, neputind beneficia de
avantajele de economicitate
si fiabilitate caracteristice
realizdrilor monolitice, Iata
de ce cataloagele moderne
ale marilor producatori de
circuite integrate liniare
contin, alaturi de subsisteme
complet integrate, compo-
nente simple dar foarte ver-
satile in utilizare.

BA 3054 este un circuit in-
tegrat liniar care contine
sase tranzistoare configurate
in doua perechi diferentiale,
alimentate in emitori de cite
un generator de curent.El a
intrat recent in fabricatie la
I.P.R.S. BANEASA.

Gratie realizdrii monoli-
tice, cele sase tranzistoare
sint foarte bine imperecheate
electric si termic.

RETEA CU
TERMOSTAT

BA 726 si BA 726X

Circuitul integrat BA 726
contine 4 tranzistoare si un
termostat. Doud tranzistoare
sint independente, iar cele-
lalte doud sint conectate in-
tern in configuratia de oglin-
da de curent.

In curind, IP.R.S. BA-
NEASA va produce si vari-
anta BA 726 X, care va con-
tine alaturi de termostat
doar doud tranzistoare inde-

pendente, cu performante de
imperechere termicd superi-
oare,

BA 3054

Circuitul este montat in
capsula de plastie cu 14 ter-
minale TO 116. Performan-
fele electrice se pot specifica
in oricare din domeniile

Fig, 1.

®

SUBSTRAT

uzuale de temperaturd (0°C
e 0PC R BA 3054 2520
. =BB%CE o BA 3054 T

—55°C ... +-125°C : BA 3054
M).

Schema circuitului integrat

APLICATH

Schemele de aplicatii ale
acestui circuit simplu sint
surprinzator de valoroase,
necesitind putine componen-
te externe.

Lista lor este foarte lunga
(si intotdeauna incompletd),
incluzind amplificatoare du-
ale, triggere Schmitt, ampli-
ficatoare diferentiale sau
cascodd de frecventa inter-

mediara, detectoare de pro-
dus, modulatoare si demodu-
latoare dublu echilibrate,
detectoare in  cuadratura
echilibrate, limitatoare in
cascoda, detectoare sincrone,
mixere pentru sintetizatoare,
oscilatoare sinusoidale etc.
In cele ce urmeaza se vor
prezenta doar doud aplicatii
tipice de larg interes.

Amplificator cu RAA

10 uF 9
Vin=0, 3V 6
(rms) s
4 £

0,5 uF

Vx Veec=12V

A

0,1 uk

= Vee=-6V Vce=12V

Fig. 2. Amplificator cu reglaj automat de amplificare

Schema foarte simpla a
acestui amplificator asigura
un cistig de peste 30 dB
(pentru V, =3,3 V) cu o re-
jectie a modului comun de
100 dB. Ea permite reglarea
amplificdrii cu ajutorul po-
tentialului V, pe un dome-
niu de aprox. 75 dB. Astfel
de scheme se utilizeaza fie ca
potentiometre de curent al-
ternativ reglabile in curent
continuu, fie in bucle auto-

mate de stabilizare a ampli-
tudinii,

Utilizind ambele etaje di-
ferentiale, amplificarea in
band& creste la circa 60 dB,
iar domeniul RAA se ex-
tinde la 75 dB.

Caracteristica de frecventa
este stabilitd de componen-
tele externe. Tranzistoarele
au o frecventd de taiere ti-
picd de 300 MHz.

Celula Gilbert

Vece

Vec

W~

Configuratia de celuld Gil-
bert este fundamentald pen-
tru numeroase aplicatii. Ea
furnizeaza o tensiune de ie-
sire care are expresia :

V,ut = KV;V, cos g
unde q este defazajul intre
semnalele de intrare V; si
Vy. Pentru @ = 0°, V; si V,
mai mici de 25 mV virf la
virf, tensiunea de iesire este
proportionald cu produsul
ViV,, iar schema functio-
neazd ca un multiplicator
analogic. Pentru ¢ = 0°,V,
mai mare de 100 mV,,, iar

V, mai mic de 25 mV,, se
obtine un detector MA sin-
cron pentru semnalul V,. In
fine, dacd ¢ variazi intre 0°
si 180°, iar V; si V, sint mai
mari de 100 mV,,, schema
se comporta ca un detecter
de faza (tensiunea de iesire
este proportionald cu cosinu-
sul defazajului). In acest
ultim caz, iesirea este pro-
portionald cu defazajul pen-
tru variatii mici In jur de
g0

NICOLAE MARINESCU

CARACTERISTICI

® Valori limita absolutd pentru fiecare tranzistor :

Veao
Vceo
VEBO
Ic maz-

1B maz

40 V
30 V
5V
10 mA
10 mA

@ Puterea maxima disipati de intreaga capsula :

Pd maz

500 mW

@ Valori tipice pentru un amplificator :

(Ve = 8, Iic =. 1 mA pentruTiNsi [Hyisan T sy

Tensiunea de decalaj : 1 mV
Curentul de polarizare : 10p A
Curentul de decalaj : 0,3u A
Coeficientul termic al tensiunii de decalaj: 11 VeC
Tensiunea inversd emitor-baza : Sl
Frecventa de téiere a fiecdrui tranzistor : 300 MHz
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Fig. 5. Comandd dati de un senzor de temperaturd pentru sarcind motor
si trifazatd.

Pentru orice informatii teh-
nice suplimentare, beneficiarii
se pot adresa la SEICEI —
tel. 391.
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NOTA DE
APLICATII

condensatoare

St T condenscltoare . UTILIZAREA PUNTILOR
fluorescente axial dg[GIQCtrlC MONOFAZATE DE 204,TIP 20PM

CAPACITORS FOR FLUORESCENT LAMP polies er metalizat

rnefchze‘d poliester  film capacitors

HMP HPMS | ™

buscharest - remeanls 1881

Colectivul redactional : ANDREI VILD — MAIOR — redactor sef, DANUT BODEA,
PETRU ALEXANDRU DAN, AURELIAN MURESANU, AURELIA NASTASE,
ALEXANDRU PANAITATU, TUDOR DUNCA, GABRIEL DONCIU.

Intreprinderea Poligraficd ,Buletinul Oficial" II — c. 8586

Diacul.

O noua familie

de dispozitive pentru
electironica de putere

Urmare din pag. 2

TRIAC

=N DIAC

110 V | 220 V
Rv | 350 k | 450 k
R1]| 100 k | 200 k
R2| 60 k | 100 k
R3| 50 k | 100 k
Cl 0.1 uFj0.1 Uk
C2 0.1 uF|0.1 uF

Fig. 3, Schema aplicafiei tipice.

CARACTERISTICI ELECTRICE

Y Vo (V) Tgo (BA Vs (V)

MAX. MIN, MAX. MIN.
DC 32 28 36 300 1)
BC 32 A 28 36 50 5
DC 38 34 42 300 5
DC 38 A 34 42 50 3
DC 44 40 48 300 7
DC 44 A 40 48 30 il
DC 50 46 54 300 7
DC 50 A 46 54 50 ft

Sectia de condensatoare a
I.P.R.S. BANEASA a finali-
zat probele de casd sl va
omologa in curind seria de
condensatoare de curent con-
tinuu HPC 24.00, care va in-
locui seria HP 24.00.

Vechea tehnologie prevedea
realizarea dielectricului din
trei straturi de hirtie spe-
ciald pentru condensatoarele
pind la 630 Vec si din patru
straturi pentru condensa-
toare pind la 1000 Vcec. Noua
variantd utilizeazd un sand-
wich compus dintr-un strat
de polipropilend si un strat
de hirtie de condensator, in-
diferent de tensiunea de lu-
cru.

VTS FiTe 4

Se obtine astfel o reducere
a gabaritului pieselor. De
asemenea, gama condensa-
toarelor de 1000 Vce se va
extinde in domeniul valori-
lor mari de la 0,22 pF la
0,47 pF.

Este remarcabil faptul ca
rezultatele probelor de casa
au pus in evidenta o cregtere
a fiabilitdtii in conditiile
utilizdrii unui ulei mineral
pentru impregnare obtinut
de la furnizori interni. Si-
multan, s-a realizat si o im-
bunatéitire sensibild a unor
parametri, intre care tan-
genta unghiului de pierderi
si rezistenta de izolatie.
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